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HMX 30-F;

Der Baustein” HMX 30-K ist ein Hochpegel-Ringmischer fiir
héchste Anforderungen an GroBsignalverhalten und Empfind-
lichkeit. Er setzt - in Verbindung mit den Oszillatoren der DXO-
Reihe und dem Oszillator-Puffer XOP 10 - den Bereich 0,02-30
MHz auf 141 MHz um. Andere Frequenzen sind auf Anfrage je-
derzeit moéglich. N

Der Baustein enthalt neben dem Double Balanced Dioden-
Ringmischer RAY 3 alle Stufen wie selektiven (1) 400 mw-
Oszillatorverstérker, Oszillator-OberwellenfiIter, 50-Ohm
Oszillator~Leistungsanpal}glied und Ultra-Linearverstarker.

Dioden-Ringmischer selbst haben leider keine 50-Ohm-
Impedanz; sie wollen 50 Ohm, ,sehen’ und zwar maglichst reell

HochpegeI-Ringmischer 0,02-30 MHz

“—"d. h. ohne induktive oder kapazitive Blindanteile) an allen drej

N

chlissen und far alle vorkommenden und mdglichen Fre-
- -nzen. Um diese Forderungen zu erfillen, war hoher Auf-

~—wand beim UL-Verstarker mit dem Diplexer und noch mehr Auf-

wand beim Oszillatorverstarker erforderlich.

Der Ultra-Linearverstarker ist mit einem Leistungs-FET der Type
P 8002 bestickt, der in Gate~8cha|tung betrieben wird. Im Oszil-
latorverstarker wird ein weiterer P 8002 in Verbindung mit einem
Emitter Grounded Transistor verwendet, so daf mit obenge-
nannten Oszillatoren und Puffer fu; die Injektionsfrequenz ein
’\'\-vill'A+nr$§eitenband~RaUSChabStand von uber 140 dB/Hz er-
reicht wird. Far aen unbedingt ertorderlichen Oszillator-
Oberwellenabstand  wurde dem Oszillatorverstarker ein
2gliedriger TiefpaB und zur uberaus wichtigen 50-Ohm:-
Mischeranpassung ein ohmsches Pi-Glied nachgeschaltet.

Oszillatorverstarker von 10 dBm auf 26 dBm und TiefpaB mit pPi-
Glied sind auf Sub-Platinen in geschirmten Boxen unterge-

bracht. Die Haupt-Leiterplatte ist beidseitig beschichtet und
durchkontaktiert.

Da dieser Baustein einen Leistungsverstarker enthalt, solite er
bei engem Aufbau geschirmt untergebracht werden. Strah-
lungsdichte Steckmodul-Gehause (GroBe 1) sind zum Preis von
DM 19,50 tieferbar.

Die Betriebsspannung fir den Oszillatorverstarker (Pin 1) istim-
mer + 11V (ca. 120 mA). Fir den UL-Verstarker ist die Betriebs-
spannung (Pin 2) wahlweise + 11 V oder +24 V (immer ca. 35
mA), wobei zu beachten ist, dak bei 11 V der Intercept Point
niedriger ist (Rauschzah! und Verstéarkung bleiben unverdndert)
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Technische Daten:

Frequenz;
Intercept Point:
Rauschzah:
Verstarkung:

Oszillatorfrequenz:

Osziliatorpegel:
Impedanz:

Betriebsspannung:

Stromaufnahme:
Abmessungen:

0,02 - 30 MHz auf 141 MHz

23 dBM bei 11V, 31 dBm bej 24 \Y
9 dB

0 dB

114 - 141 MHz

10 dBm ‘

50 Ohm (Cinch), BNC auf Anfrage
MMvi/izay

120 mA / 35 mA

125 x 55 mm (Leiterplatte)
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Mit ausfohrlicher AnschluB-Anleitung. Schaltplan und
technischer Beschreibung mit Daten.




